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内部構造 を も っ た 励起子 に よ る反 射ス ペ ク トル

尼　寺　康　泰

　内部構 造 を もっ た 励起子 に よ る 反射 ス ペ ク トル の 理 論的方法 と立方晶系半導体へ の そ

の応用に つ い て 論 じ る
。 反射 ス ペ ク トル を計算す る際に は ， ポ ラ リ トン の 分散 と結晶表

面 で の 境界条件 を求 め る こ とが問題 に な る 。 こ こ で は ， まず ， 任意 の相 互作用 をし て い

る多成分励起子 に よ る ポ ラ リ トン の 分散 を任意 の 入射光 エ ネ ル ギーに対 して求 め る
一

般

論 を考察する 。 付加 的境界条件 として は ， 通常用 い られ て い る励起子 の 各成分 の 分極 が

表面 で 零に なる とい う条件 では な くて ， 励 起子 の 振幅が 表面 で 零 に な る と い う条件 を使

う 。 多成分 励起 子 の 相 互作用行列 と し て は 従来考慮 され て い る空問分散効果 の 外 に ， k

線型項 ， 価 電子 帯 の 四重 縮退 に起 因す る軽 ・重 二 種 の 正 孔 質量 の 効果 ，電 子 ・正 孔 交換

相互 作用 ， 磁 場な ど の 外揚 効果 を含 む有効 ハ ミ ル ト ニ ァ ン を採用 し ， 多成分ポ ラ リ トン

の
一般論に あ て は め る 。 Cul，

　CdTe に つ い て の 計算結果 を実験 と比較す る 。

光励起遠 赤外 レ ー ザー
の 安定化 と高速時間分解 分光 シ ス テ ム

青　木 保

　炭酸 ガ ス レ ーザ ー光励起 に よ る遠赤外 レ ーザ
ー

出力 をよ り安定化す る た め に い くつ か

の 工 夫が な され た
。

　遠赤外 レ
ー

ザ ー の 発振出力は 励起 に 用 い る炭酸 ガ ス レ
ー

ザの 発振 周波数 の 変動 に よ っ

て 大 きな影響 を受ける
。

こ の 炭酸 ガ ス レ
ー

ザーの 発振周波数 の 変動 は 主 に レ
ー

ザ
ー運転

中の 温度変化 に 共 な う光共 振器長 の 変化に よ っ て お こ る と考 え られ る の で ， こ れ を PZT

素子 （電歪素子 ）を用 い た ， 共振器 長 を 自動補正す る Lock・ln　Stabilizationシ ス テ ム を作

る こ と に よ っ て 遠赤外 レ
ーザー

出力 の 安定化 をは か っ た，温度変化以外 の 出力変動の 原

因 に つ い て も考慮 され た対策 とそ の 成果 を紹介す る 。

　ま た，遠赤外光を検知す る側 と し て は ， 過度現象 を高感度高速検知器 を用 い ， 時間分
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解す る こ とに よ っ て ダイ ナ ミ ッ クな現象 の 認識 を得 る こ とが望ま れ る よ うに な っ て きて

い る 。 高速時間分解分光シ ス テ ム と し て 要求 され る こ とは 受光素子 自体 の 高速応答性 は

もちろ ん だが同時に信号伝送 系統 の 高速性 も必要で あ る，素子 自体 の 高速応答 の 可能性

の た め に注 目 され て い る Ge（Sb）を受光素子 に 選 び，　 He 温度で も動作可 能な MOS −FET

Impedance　Converterを用 い る こ とに よ っ て ， 信号 伝送路 の 高速性 を確保 した高速検 知 シ

ス テ ム を製作 した 。

　 こ の シ ス テ ム では 140 μ m よ り短波 長側 ， 或 る い は 200 〜 1000 μ m の波長領域 の 遠赤

外光 を検知す る こ とが で き ， 従来 の 感度 をお とす こ とな く応答速度は お よ そ 100nsecが

得 られ て い る。さ らに Impedance　Converterを改良す る こ とに よ っ て Ge（Sb）受光素子 自

体の も つ 応答 速度 〜 1nsec の 高感度高速検知が 可能に な る と思 わ れ る 。

GDa − Si の 光学的 ・ 電 気的性 質

安　達　敏　男

　 SiH4 を グ ロ
ー

放電 分解す る事 に よ っ て 作 っ た ア モ ル フ ァ ス Si（a ・Si）は PN 制御 が容易

に で きる と い う特 徴 か ら ， こ の 物質に最近 急速に関心 が持 た れて きて い る 。

　こ の 様な状況 で ， 本研究 で は GIQw　 Discharged　 a−Si（GD 　a・Si）の 光学的 ・電気的性質を

中心 に調 べ た 。そ の 結果，基本的性質 に つ い て は他 の グ ル
ープ と大体 同 じデ

ー
タ を得 て

い る が以下新 た なる 研 究結果 は 以 下の 通 り で あ る 。

　電気的性質で は製作基板温 度 と不純物 （燐 ， 硼素 ）ド
ー

ピ ン グ量 の 依存性 を調 べ た結

果 ， ド
ー

ピ ン グ効率及 び バ ン ドギ ャ ッ プ中 の 局在状態の 量 の 関連性 に つ い て の 情報 を得

た 。

　光学的性 質 と し て は ， 光学吸収 端で Exponentia1型 を持 っ て い る新 しい 結果を見 つ け，

内部電場 に よ る もの とし て 説 明 し ， さらに燐 ・硼素 を ドーピン グ した場合 不純物 レ ベ ル と

関連 した 吸収 テ イ ル が発見 され て い る 。

　また GD 　a−Siで 見逃 が せ な い 事 と し て Si 中に ある水素の 量 に つ い て の 情報に なる製

作基板 温度 と屈 折率の 関係 を得 て お り， また a−Si を熱処 理 す る事 に よ り optical 　gapの
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